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(54) Bezeichnung: HALBLEITER SUBSTRAT MIT VERSENKTER ISOLATIONSSCHICHT FtJR INTEGRIERTE SCHALTUNG 



(57) Abstract 

The invention relates to an integrated circuit with 
reduced parasitic capacitive influences and a method for 
producing same. The aim of the invention is to provide an 
integrated circuit with reduced parasitic capacitive influences 
and a method for producing same, in which the parasitic 
capacitive influences on individual elements of the integrated 
circuit are reduced. A further aim of the invention is 
for the technological process for producing the contact and 
printed circuit system of modem CMOS technology not to be 
adversely influenced during production and, in particular, to 
ensure that no additional planarising steps are required. To 
this end the invention provides for a partial isolating layer 
which is at least 5 Mm thick, is locally restricted to the area 
of the elements of the integrated circuit and is embedded in 

the semiconductor substrate. Those losses caused by parasitic influences which are affected by the specific electric resistance of the silicon 
substrate used are reduced markedly so that, for example, the quality of an integrated inductor can be raised by approximately 40 %, 
depending on the chosen thickness of the embedded isolating layer, and in relation to planar inductors based on conventional CMOS. 

(57) Zusarnrnenfassung 




Die Erfindung bezieht sich auf eine integrierte Schaltung mit verringerten parasitaren kapazitiven EinflUssen und ein Verfahren 
zu ihrer Herstellung. Aufgabe der Erfindung ist es, eine integrierte Schaltung mit verringerten parasitaren kapazitiven EinflUssen und 
ein Verfahren zu ihrer Herstellung vorzuschlagen, bei denen die parasitaren kapazitiven EinflUsse auf einzelne Elemente der integrierten 
Schaltung verringert sind. Weiterhin soil bei der Herstellung der technologische Ablauf zur Realisierung des Kontakt- und Leitbahnsystems 
modemer CMOS-Technologien nicht nachteilig beeinfluBt sein und insbesondere keine zusatzlichen Planarisierungsschritte erforderlich 
werden. Diese Aufgabenstellung wird durch eine partielle, mindestens 5 pm dicke Isolierschicht, die auf den Bereich der Elemente der 
integrierten Schaltung lokal begrenzt und im Halbleitersubstrat versenkt ist, gelost. Die durch parasitare EinflUsse bedingten Verluste, die 
vom spezifischen elektrischen Widerstand des verwendeten Siliziumsubstrates abhangig sind, werden stark verringert, so daB sich z.B. die 
GUte einer integrierten Induktivitat in Abhangigkeit von der gewahlten Dicke der vergrabenen Isolierschicht um ca. 40 % und daruber 
hinaus gegenOber planaren Induktivitaten auf konventioneller CMOS-Basis erhdhen laBt. 
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